
HAL���ZD低灵敏度全极性低功耗霍尔开关

�.�概述

�. 特点�

���������性能与可靠性

����������������*��全固态半导体设计,⽆机械触点,使⽤寿命、抗震性远优于传统⼲簧管。

����������������*��内置斩波稳定技术，温漂⼩，开关阈值全温域⼀致性⾼。

���������电⽓特性

����������������*��低功耗：VDD=3.3V�IDD=3μA,适⽤于电池供电⻓续航应⽤。

����������������*��低灵敏度:Bop典型值270Gs，适⽤于要求近距离触发场景。

����������易⽤性

����������������*��全极性检测,⽆需区分磁铁N/S极,简化装配⼯艺。

����������������*��开漏输出结构,⽀持灵活的电平匹配与负载连接。

�. 应⽤场景

����������消费电⼦:翻盖�/�滑盖检测、按键⽆触点开关、液位感应

����������⼯业控制：接近开关、⽆触点继电器、限位传感

����������智能家居：⻔磁�/�窗磁传感器、家电位置检测

����������⼲簧管替代：低占空⽐场景下传统⼲簧管的升级替代
���������������������������������������������(需重新设计电路，增加供电及上拉电阻)

���������当垂直于丝印表⾯的磁通密度绝对值超过⼯作点阈值（Bop）
时，输出晶体管导通，输出低电平；当磁通密度绝对值降⾄释放点阈值（Brp）以下时，输出晶体管关断，外部上拉
电阻将输出置于⾼电平。全极性特性使其可被南极或北极磁场任意触发，极⼤⽅便了磁铁安装⽅式。

� � � � HAL248TＤ是⼀款基于混合信号� CMOS�技术的全极性霍尔效
应开关传感器。芯⽚内部集成了电压调节器、动态偏置补偿系统、
霍尔感应单元及施密特触发器，采⽤先进的斩波稳定技术，有效消
除了封装应⼒与温度漂移带来的失调电压，从⽽提供准确且稳定的
磁开关点。
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�.脚位定义

�. 功能框图
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引脚 �   VDD：  电源正极

引脚 �   GND：  电源地

引脚 ����OUT：  开漏输出，需外接上拉电阻

超过下列绝对最⼤额定值可能导致器件永久性损坏，⻓时间⼯作在极限条件下可能影响可靠性。

�. 绝对最⼤额定值

参数 符号 参数值 单位

电源电压

电源电流

输出电压

输出电流

⼯作温度范围

储存温度范围

静电击穿电压

VDD

IDD

VOUT

IOUT

TA

Tstg

7

7

5

10

-40�~�125

-50�~�150

6

V

�mA

�mA

V

℃

℃

kVVESD

全极性低功耗低灵敏度霍尔开关
HAL248ZD

2
http://www.hallwee.com�����http://www.hall-ic.com

V1.3
Hallwee�Electronics�Co.,Ltd.

http://www.hallwee.com
http://www.hall-ic.com


�. 电⽓特性

�. 磁特性

直流⼯作参数：TA＝25℃，VDD＝2.5~5.5V，空载。

测试条件：TA＝25 。℃，VDD＝3.3V，磁场垂直穿透封装丝印⾯
注：本器件为全极性开关，N极与S极磁场均可触发。受⼯艺、封装应⼒及磁路不对称等因素 N极与S极的实际触发，
阈值可能存在差异，并⾮完全对称,阈值差异包含在表中范围内。设计时应预留⾜够磁路余量。

参数 符号 最⼩值 典型值 最⼤值 单位

⼯作点磁通密度

释放点磁通密度

磁滞宽度

BOP

BRP

BHYS

270

250

20

310 GS

GS

GS

210

�.� 内部时钟与功耗机制

参数 符号 单位

VDD

IDD

IOUT

测试条件 最⼩值 最⼤值典型值

电源电流

输出电流

⼯作电压

饱和压降

唤醒模式时间

休眠模式时间

TAW

TSL

VSAT

⼯作时

VDD=3.3V空载

IOUT＝1mA

⼯作时

⼯作时

2.5 5.53.3

3

V

μA

�mA

V

μs

�ms

1.0

0.4

50

50 70

上电⼯作时间 TON ms200

1.�⼯作点（Bop）数字越⼩，触发距离越远。��
2.�磁铁磁通密度越强，触发距离越远，反之越近。��
3.�磁铁的磁通密度取决于磁铁的材质、牌号、尺⼨。

Current

IAW

IAVG
ISP

Awake�TAW:�65 sµ
Sleep�TSL:�65ms(典型)

Time

Sample�&�Output

Period

⼯作原理简述：内部振荡器控制芯⽚周期性唤醒（Awake）与休眠（Sleep）。唤醒期间检测磁场；休眠期间输出状
�������������������������������态锁存，以节省功耗。

输出上升时间 TR 1

输出下降时间 TF 1

μs

μs

RL=1KΩ,CL=100pF

RL=1KΩ,CL=100pF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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BOP BRP

BHYS

BRP BOP

VOUT�=�HIGH

VOUT�=�LOW

S-poleN-pole

VOut

BHYS

0

�. 敏感⽅向及磁电转换特性
�.� 敏感⽅向定义
本器件为单轴敏感型全极性霍尔开关，核⼼敏感⽅向始终垂直于器件丝印⾯(Z轴)。器件输出状态仅由垂直穿透
该平⾯的磁通量密度法向分量决定，与平⾏于该平⾯的磁场分量⽆关。

⽆论磁铁与器件的相对位置如何（同轴正对、侧向滑过、或以任意⻆度倾斜接近），触发条件始终以垂直穿透封装
丝印⾯的磁通密度绝对值为准。请确保在预期触发位置，该垂直磁通密度的绝对值⼤于规格书规定的⼯作点最⼤
值Bop(max)。

��. �路设计指导���禁�

��.� 产品结构磁路设计要求

为确保霍尔开关准确、稳定触发，请严格遵循以下要求：

��*���触发判断以垂直穿透封装丝印⾯的磁通量分量为唯⼀依据。

��*���设计时需保证预期触发位置的垂直磁通密度绝对值⼤于�Bop�(max)。

��*���触发距离与磁通密度正相关：磁通密度越强，感应距离越远；磁通密度越弱，感应距离越近。

or

or
or

or

or

or

or

oror

|Bz|�≥�Bop�时，Out=低

Z轴（敏感轴）：垂直于丝印⾯

输出由Z轴垂直磁通分量决定。
X/Y⽅向移动（⾮敏感轴⽅向）：磁铁需位于器件丝印⾯上⽅，并保留⼀定间隙；

输出仍由Z轴垂直磁通分量决定。

or

or

or

|Bz|�≤�Brp�时，Out=⾼|Bz|�≥�Bop�时，Out=低 |Bz|�≤�Brp�时，Out=⾼ |Bz|�≥�Bop�时，Out=低 |Bz|�≤�Brp�时，Out=⾼

|Bz|�≥�Bop�时，Out=低 |Bz|�≤�Brp�时，Out=⾼ |Bz|�≥�Bop�时，Out=低 |Bz|�≤�Brp�时，Out=⾼ |Bz|�≥�Bop�时，Out=低 |Bz|�≤�Brp�时，Out=⾼

图�-� 器件���向�输出状态⽰意图
磁铁橙⾊�=�N极，磁铁灰⾊�=�S极；全极性开关，N/S�均可触发。

�.� 磁电转换特性
器件输出状态与敏感⽅向上的磁通密度呈开关特性对应，关键定义⻅下图。
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��.� 安装禁忌：磁极与器件对⻬禁忌

  ⚠ 禁忌⼀�:�磁极分界线与器件侧向中轴线对⻬。
严禁将磁铁�N�极与�S�极的物理分界线（磁极过渡区）与器件侧向中轴线对
⻬。如右侧图所⽰，该安装⽅式会在器件敏感⽅向上形成零磁场或极弱磁
场区域（磁死区），即使磁铁紧贴器件侧⾯，也可能出现⽆法触发、输出跳变或状态不稳定等问题，设计时需严格规
避。

  ⚠ 禁忌⼆�:�充磁⽅向垂直正对器件侧⾯。
严禁将磁铁充磁⽅向（N-S�极连线）垂直正对器件侧⾯。如右侧图所⽰，该
姿态下，垂直穿透器件丝印⾯的磁通分量远低于磁场总强度，⽆法达到器
件⼯作点阈值，即使磁铁紧贴器件侧⾯，也可能出现⽆法触发、输出跳变或状态不稳定等问题，设计时需严格规避。

N
S

N
S

N SN S

错误⼆：�充磁⽅向垂直正对器件侧⾯（Z轴分量为0）

错误⼀：�N/S分界线与器件中轴线对⻬（处于磁死区）

��. 典型仿真数据参考
以下数据基于�钕铁硼�N35（Br=1.23T，Hcb=860kA/m），Maxwell软件仿真得出，供选型初期评估：

* 本表基于第�章磁特性中典型值数据仿真，未按最⼤/最⼩值评估，不构成触发距离或释放距离的最⼤/最⼩保证。 
*  距离定义：磁铁磁极表⾯→器件封装丝印⾯  同轴对⼼安装。
*  数据仅供参考，实际应⽤中，需考虑磁铁公差、霍尔灵敏度偏差、安装位置公差等因素，预留⾜够设计余量。
* �器件触发距离并⾮固定值，与所匹配的磁铁牌号、⼏何形状、尺⼨体积以及磁路结构密切相关，不同应⽤场景
下差异较⼤，建议结合实际磁铁和结构进⾏验证，本公司可提供仿真⽀持。

注：本器件为单轴敏感全极性开关。 �| 。仅对垂直丝印⾯的磁场分量 Bz|�敏感
�������在N/S磁极分界线正上⽅或正下⽅，磁通分量|Bz|≈0，属于磁死区，禁⽌放置器件。

场强越强，感应距离越远；场强越弱，感应距离越近。设计时需确保预期触发位置�|Bz|�≥�Bop(max)。

磁死区：|Bz|≈0( )禁⽌将器件置于此处

图��-� 条形磁铁磁通密度分布与磁死区⽰意图

N S
强

弱

强

强

弱

弱

弱

强

强

强

零
弱

弱 弱

弱

磁
死
区

零

次强

次强

次强

次强
次强

次强

次强次强

次强

次强弱弱

弱弱

磁铁规格
直径 厚度×

⽅向 触发距离Dop
(基于�|Bop典型值|�=�270Gs) 回差⾏程

Φ4mm�×3mm

垂直靠近/离开

释放距离Drp
(基于|Brp典型值|�=�250Gs)

Φ6mm�×4mm

垂直靠近/离开

垂直靠近/离开

垂直靠近/离开Φ8mm�×5mm

Φ3mm�×2mm
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产品型号

HAL248ZDSO

封装形式 最⼩包装数

SOT-23-3L 3000PCS/卷盘

HAL248ZDUA TO-92UA 1000PCS/袋

��.� 典型应⽤拓扑
基础应⽤电路适⽤于板内短距离⾛线、电源环境稳定、电磁环境简单的场景。若输出引线较⻓或电磁环境复杂，请
参考12.2节增加防护。

��.� 防护参考电路设计
针对存在电源浪涌、静电放电（ESD）⻛险的应⽤场景，推荐在基础应⽤电路的基础上增加以下防护设计，避免瞬
态冲击损坏器件。

电源端浪涌防护（TVS钳位）
��*��电路拓扑：在电源⼊⼝处、靠近器件的VDD与GND引脚之间，并联1颗单向TVS瞬态抑制⼆极管。若系统浪涌能
量较⾼，可额外在电源主路径串联10Ω~100Ω限流电阻。
��*��适⽤场景：⼯业控制、⻓距离⾛线供电等存在电源尖峰、浪涌⻛险的场景。

输出端ESD防护
��*��电路拓扑：在器件的�OUT�引脚与�GND�之间，靠近器件引脚处并联�1�颗低电容�ESD�保护⼆极管；⻓引线场景可
配合串联�100Ω�限流电阻（即电路中的R2），形成�RC�滤波与限流的双重防护。
��*��适⽤场景：输出线缆外露，接⼝可插拔、⼈体易接触的应⽤场景。

PCB布线时，TVS管及ESD管应尽可能靠近器件引脚，且接地回路⾯积需最⼩化。注：

��. 应⽤电路

C1
100nF

VDD

Out

Gnd

C2
4.7nF

HAL248ZD
R2=100Ω

图12-1����基础应⽤电路

C1
100nF

VDD

Out

Gnd

C2
4.7nF

HAL248ZD
R2=100Ω

TVS

ESD/TVS

R =3 10Ω~100Ω

图12-2����增强型防护应⽤电路

��. 订购信息

R1=20 ~100kΩ kΩ
R1=20 ~100kΩ kΩ
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0.10
0.200.30

0.60

SOT-23-�L封装

48ZXX

1.80
2.00

1.50
1.70

2.65
2.95

0.30
0.50

1

2

3

1�.封装尺⼨

丝印：

48Z����-�����器件型号（HAL248ZD）

XX/XXXXX��-��⽣产批号（⾮固定丝印）

注：丝印外观尺⼨⼚商可不经通知微调。

TO-��UA封装

48ZXX
XXXXX

2.98
3.12

1.80
Max

13.5
15.5

0.38

0.35
0.56

1 2 3

0.75

1.62
1.42

3.85
4.15

1.24
1.30

2.82
3.02

1.05
1.15

0.00
0.10

0.40
0.50

注释：

1.测量单位：mm

2.引脚表⾯须⽆塑封溢料（⻜边）及电镀针孔

3.⼿⼯焊接时，烙铁温度≤300°C，焊接时间≤5秒

4.引脚：

����������������引脚1：�电源正极����

����������������引脚2：�电源地����

����������������引脚3：�开漏输出，需接上拉电阻
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1�.版本历史

版本号 ⽇期 修改说明

版本�.� ����年�⽉��⽇

更正部分⽂字描述错误
增加触发距离评估和磁场指导
修改UA封装引脚尺⼨
增加版本历史、免责声明

版本1.3 2026年10⽉2⽇

1.优化第2、3章节⽂字内容
2.优化磁场指导内容及相关图⽰
3.增加磁场分布与磁死区⽰意图
4.增加防护电路拓扑及相关电路⽰例
5.第8章增加N/S极触发阈值差异说明
6.第11章增加仿真基准说明，明确数据基于典型值

全极性低功耗低灵敏度霍尔开关
HAL248ZD

1�.独特特性

����������安装提⽰
考虑到Hall�IC以及磁材料的温度系数，⽓隙以及⽣命周期变化，在波峰焊接的时候要注意应⽤温度范围。
典型的红外焊料回流简介：
����������不要快速加热或冷却。
����������建议在加热到最⾼温之前，先在150 温度下预热2分钟。℃
����������建议在软熔达到最⼤值之前先在240 温度下软熔5秒钟。℃

120s

3s

240℃

150℃

Surface�Temp( )℃

Time(sec)
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��. 免责声明

*�本公司保留随时修改产品规格的权利，恕不另⾏通知。
*�⽤⼾在使⽤前应确认当前最新版本规格书。
*�产品应⽤于⾼安全要求领域（如医疗、航空、⻋载、军⼯）时，需经本公司特别书⾯批准。
*�仿真数据仅供参考，不构成性能保证。
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